	Наименование Проекта с ИРН номером 
	AP23490496 Формирование poly-Si и TCO слоев для высокоэффективных TOPCon кремниевых солнечных элементов на основе созданной установки FTS магнетронного осаждения.


	Актуальность/ Абстракт
	К настоящему времени существует множество технологий создания солнечных элементов, основанных на кристаллическом кремнии, перовскитах, тонкопленочных структурах и др. Большинство из них включает в себя этапы нанесения тонких пленок методом магнетронного распыления. Магнетронное распыление обладает рядом неоспоримых преимуществ. Тем не менее, существует важный недостаток, так как в процессе магнетронного распыления формируются высокоэнергетичные ионы, которые повреждают поверхность образцов. При этом создается множество дефектов, сокращающих время жизни неосновных носителей заряда. Поэтому предлагаются различные способы для уменьшения урона, наносимого магнетронным распылением.
Распыление мишеней лицом к лицу (FTS) обладает наибольшим потенциалом для эффективного уменьшения урона подложке. В системе FTS магниты, расположенные позади двух мишеней, образуют однородное магнитное поле для ограничения движения заряженных энергетичных частиц. Тем не менее, установки FTS распыления еще не коммерциализированы, вследствие чего база накопленных исследований в этом направлении ограничена. Более того, не имеется работ, где слои высокоэффективных TOPCon солнечных элементов синтезированы методом FTS магнетронного распыления. 


	Цель (согласно заявке)
	Создание уникальной установки FTS магнетронного осаждения для формирования высокоэффективных TOCPCon кремниевых солнечных элементов без этапов, включающих в себя использование токсичных газов. Исследование влияния различных параметров осаждения на физические свойства пленок Si, ITO и AZO.


	Ожидаемые результаты
	В рамках реализации данного проекта планируется проектирование и создание уникальной установки FTS магнетронного распыления с подвижным магнетронным катодом. Подвижность катода позволит влиять на физические свойства полученных пленок и оптимизировать параметры осаждения тонких пленок на подложки различной площади. На основе созданной базовой установки и ранее разработанных золь-гель растворов будут синтезированы качественные пассивирующие структуры SiOx/poly Si(n). После отработки параметров синтеза тонких пленок poly-Si(n) на их поверхности будут получены прозрачные проводящие оксиды (TCO) ITO и AZO. Таким образом, будут получены TOPCon структуры Si/SiOx/poly-Si(n)/TCO. Для исследования полученных слоев и структур будут использованы методы рентгеновской рефлектометрии (XRR), рентгеновской дифракции (XRD), ИК спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS), сканирующей электронной микроскопии (SEM), квазистационарной фотолюминесцентной фотопроводимости (QSSPC PL) и др. Таким образом, будут получены эффективные солнечные элементы с TOPCon структурой.
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